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Nanomateriallarin genis spektrinin arasinda xtisusi yeri nanoelektronika iigiin
nanostrukturlasdirilmis materiallar tutur. Bu onunla baghdir ki, nano6lgii effektlor
madds ilo isigin qarsiliqhh tesiri zamami daha parlaq sokildo meydana cixir.
Maddonin nanostrukturlasdirilmasi onun fiziki-kimyovi xiisusiyyotlorinin spektrini
moagsadyonlii sokildo doyisdirmoys imkan verir. Bunun sayasindo odobiyyatda
programlasdirilan materiya termini meydana c¢ixmigdir ki, onu dar monada
nanostrukturlagdirma 1iisulu ilo verilon xarakteristikalar mocmusuna malik
materiallarin yaradilmas: kimi anlamaq olar. A’B® birlosilmolorinin yarimkegirici
nazik tobagolorinin genis totbiqi onlarin yaxsi fotokeciricilik vo liiminessensiya
xtsusiyyotlori ilo sortlonmisdir. Bu materiallardan miixtolif ndv siialarin
sensorlarinda, giinos elementlorindo va s. istifado olunur. Onlarin shomiyyotli his-
sosini mikrodispersli sistemlor togkil edir. Ancaq, onlarin defekt vo kristal qu-
rulusunun tobiatini bilmodon, onlarin sonraki inkisafini tosovviir etmok ¢otindir [1 -
4].

Bu isdo CdSTe/Si heterostrukturlarinin bazi elektrik vo fotoelektrik xarak-
teristikalarinin todqiqatinin naticalori verilmis vo onlarin bir sira praktik istifado
imkanlar1 miioyyanlosdirilmigdir. Oyronilon niimunalor "sendvi¢" qurulusa malik
olmusdur.

Cokiintllorin faza torkibi vo kristal qurulusu rentgen difraksiyas: lisulu ilo
Oyronilmis (sok. 1), paralel olaraq CdSTe-un yaranmasi prosesinin todqiqi ti¢iin
kadmium ionlarinin konsentrasiyanin kompleksnometrik toyini aparilmisdir.
CdSTe-un nanotozlarinin vo nazik tobagalarinin strukturlari, nanostrukturlagdiril-
mis CdTe-un difraktoqramlarinia xas olan tipik xiisusiyyatlors malikdir. ~ 24°, 38°
va 54° bucaqlarindaki {i¢ genis pik nano-CdSTe-a uygundur. Hissociklorin 6l¢iilori
2 nm-don 14 nm-9 godor doyisir. Sok. 2-do yaradilmis heterostrukturlardan birinin
stasionar volt-amper xarakteristikalarinin (VAX) tipik qrafiklori gostorilmisdir.
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Sak. 1. CdS.Te nazik tobagolarinin Sak. 2. n-Si/CdSTe izotip heterostruktu-
difraktogrami runun T = 300 K temperaturda stasionar

volt-amper xarakteristikast.
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Fotocavabin spektral paylanmasinin (FSP) todqiqi mixtalif qalinligli CdSTe
nazik tobogesindon hazirlanmis heterostrukturlar {iig¢iin aparilmisdir. Nazik
tobaqgonin qalinligr 0,3, 1 vo 2 mkm olan niimunalor todqiq edilmisdir. Nazik
tobagonin qalinliginin doyismosi bizo heterostrukturun maksimal fotohassasliq
oblastin1 doyisdirmoyo imkan vermisdir. Sok. 3-do CdSTe nazik tobagalorinin miix-
tolif qalinliglar iiglin heterostrukturunu FSP gostorilmisdir. Bu asililiglar U, = 2,5
V {iclin alinmig vo maksimal fotocavabin giymotino normalagdirilmisdir. CdSTe
nazik tobagosinin qalinligi 0.3 mkm olan heterostruktur tigiin FSP-nin maksimumu
is1q kvantlarinin enerjisi 2,75 eV olan oblastda yerlosir. Nazik tobogonin qalinligi 2
mkm olduqda, FSP-da iki pik miisahido olunur — 1,95 vo 2,75 eV-da. CdSTe nazik
taboagoasinin qalinligr 2 mkm olan heterostruktur liclin alinmis i¢iincii ayrido Zn;.
xCdsS -in fotokegiriciliyiyi ilo bagl pik praktik olaraq miisahido olunmur vo
fotokeciriciliyo osas tohfoni CdSTe verir. Fotohassasligin maksimumu bu halda 2
eV oblastinda yerlogir. CdSTe nazik tobagosinin qalinligi 1 mkm oldugu halda FSP-
nin hom Cd;xZnxS komponentinin fotokeciriciliyinin hesabina, hom do Cd;xZnxS
komponentinin fotokegiriciliyinin hesabina formalagmasi toplayici elektrodda
boyiik gorginliklordo inandirict sokildos tosdiglonir. Gostorilon oyrilords iki pik aydin
goriiniir. Bizim torafimizdon todqiq olunan CdSTe-un nazik tobagolorinin miixtalif
galinliglarinda aparilmis FSP todqiqatlarini, heterostrukturu omolo gotiron
yarimkegirici gatlarinda qatlarin ayrilma sorhodlorindon ¢oxqatli oks olunmalarla
udmani nazora alan hesablamalarin naticalori ilo miiqayiso etmak olar. Bu halda
istlin rolu rekombinasiya proseslorini oynayacaq, buna goéro do FSP-nin
xlisusiyyatlori yaygin olacaq ve bu, apardigimiz 6l¢iilorde miisahids olunur. Totbiq
olunan gorginliyin nisboton bdyiik qiymotlorinds yiikdasiyicilarin ayrilmasi xarici
elektrik sahasinin tosiri altinda bas verir.
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Sok. 3. n-Si/ CdSTe izotip heterostrukturunun  Sak. 4. n-Si/ CdSTe strukturu {igiin tutumun
nazik tobagolorin miixtolif qalinliglar: tiglin (vahid sahoyas diigon) oksina siirlismo
FSP, mkm: gorginliyindon asililigt, T =300 K
1-03;2-1;3-3.T=300K. olduqda.

Tutumun oks siirlismoa gorginliyindon asililigi (sok. 4.) potensial ¢oparin hiin-
diirliylinii toyin etmoays imkan verir; o, torofimizdon baxilan soraitdo dyronilon
strukturlarda 0.68 eV toskil edir. Si tobagalorinin CdSTe nazik tobagaleri ila izotip
heterokontaktlari yaxsi diizlondirmoa xassolori niimayis etdirir. Bu strukturlarda
coroyanin dasinmasit mexanizminin otrafli miioyyonlosdirmosi kifayst qodor
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mirokkob masoladir. ©Ogor ayrilma sarhoddinds araliq hallarin méveud oldugunu
nozara alsaq, forz etmok olar ki, corayanin dasinmasi diiziine istiqamotdo CdSTe
sistemindo, oksino istigamotdo n-Si sistemindokino (araliq hallarinda) nozoron daha
kigik potensial ¢oparin asilmasi ilo baglhidir.
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